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【序論】GaAs中に微量の窒素を添加した GaAsN 混晶では、窒素濃度の増加に伴うバンドギャッ

プの減少と、伝導帯上部に新たに形成される高エネルギーバンド(E+バンド)の存在が実験的に示さ

れている。このような GaAsN混晶の特異なエネルギー構造は、高効率な中間バンド型太陽電池へ

の応用が期待されている[1]。これまで我々は、窒素不均一を低減し結晶性向上を図るために GaAs

中窒素ドープ超格子構造を提案し、そのエネルギー構造の評価を行ってきた。その結果、ドー

プ層近傍の E+バンドと GaAs 伝導帯の超格子ポテンシャルによるミニバンドが、価電子帯端から

1.5~1.8 eVの範囲に形成されること、また、これら E+バンド起因の光学遷移がフォトリフレクタ

ンスにおいて強い信号強度で観測されることを示した[2]。今回、フォトルミネッセンス励起(PLE)

分光測定により、E+バンドに起因した光吸収を直接観測することに成功したので報告する。 

【結果及び考察】試料作製はMOVPE法を用いて GaAs(001)基板上に行った。GaAs成長中断中に

ジメチルヒドラジンの供給を行うことで、66 周期の窒素ドープ超格子構造を作製した。また、

超格子構造の両側には 50 nm の Al0.3Ga0.7As層を堆積した。XRDによる構造解析の結果から、超

格子周期は 6.1 nm、平均窒素濃度は 0.11%と見

積もられた。図に、超格子試料の PL及び PLE

スペクトルを示す。1.4 eV 付近の N ドープに

起因した発光に加え、1.81 eVに Al0.3Ga0.7Asの

発光が観測された。1.39 eV の発光について

PLEスペクトルを測定したところ、E-バンド及

び GaAs伝導帯に起因した光吸収に加え、1.60 

eV 付近に明瞭な光吸収端が観測された。この

吸収端は GaAsと AlGaAsのバンドギャップエ

ネルギーの間に位置しており、窒素ドープ超

格子の E+バンドに起因した光吸収によるもの

であると考えられる。 
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 図 PL and PLE spectra of nitrogen -doped 

 GaAs superlattice. 
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